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/ Плазменная очистка и активация поверхности в плазме

• удаление остатков фоторезиста
• очистка поверхности полупроводниковых пластин перед нанесением покрытий
• очистка изделий электроники от органических соединений при микросборке и 

корпусировании микросхем
• очистка металлических контактов перед разваркой и пайкой
• очистка и активация поверхностей перед склеиванием и заливкой герметиками печатных 

плат 

▪ улучшается адгезия при нанесении металлических и диэлектрических покрытий на 
полупроводниковые пластины

▪ повышается качество пайки, микросварки, склеивания в сборочном производстве

В результате обработки изделий в плазме

Применяется на различных этапах технологических процессов



Установка SAVTECH PC-150 
с рабочей зоной 500х500х675 мм

Общий вид установки Полки для загрузки изделий Сенсорный дисплей управления 

/ Серийные установки плазменной очистки САВТЭК



Внутри вакуумной камеры находятся две пары 

полок для загрузки изделий

/ Установка плазменной очистки SAVTECH PC-36

Общий вид установки с рабочей зоной 350х350х300мм



/ Дисплей управления вакуумными установками



/ Характеристики плазменных установок

Модели PC-7 PC-36 PC-63 РС-150

Размер рабочей зоны, мм 250х250х250 350х350х300 450х400х350 500х500х675

Частота плазмы, МГц 13,56 13,56 13,56 13,56

Мощность генератора плазмы, Вт 600 800 1000 1000

Полки - электроды, шт. 2 от 2 до 4 от 2 до 6 до 10



 

1 – ВЧ генератор

2 – согласующее устройство

3 – вакуумная камера

4 – заземленная полка

5 – активная полка под ВЧ напряжением 

6 – обрабатываемый образец 

7 – плазма

8 – ионы и атомы плазмы

/ Структура установки плазменной очистки

Uсм зависит от

▪ ВЧ мощности, 

▪ давления рабочего газа,
▪ соотношения площадей активной и заземленной полок

Uсм определяет энергию ионов, бомбардирующих поверхность обрабатываемого образца

Напряжение автосмещения активной средней полки Uсм (DC-self-bias) отображается на 

дисплее ВЧ генератора

/



/ Влияние мощности разряда и давления на Uсм  (SAVTECH PC-150)

Напряжения автосмещения увеличивается 

при уменьшении давления аргона

Напряжение автосмещения пропорционально  

мощности разряда 

При изменении W и P оператор регистрирует напряжение Uсм для выбора режима обработки:

1) распыление при большом напряжении автосмещения
2) плазмохимическая очистка активными газами при малом напряжении Uсм 



/ Выбор полки для размещения обрабатываемых изделий

• для интенсивной ионной обработки (ионной бомбардировки) изделия
размещаются на активной полке под напряжением Uсм. При
уменьшении площади активной полки напряжение автосмещения
возрастает

• для более мягкой обработки изделия размещаются на заземленной
полке, где энергия ионов низкая, соответствующая потенциалу плазмы
относительно стенок вакуумной камеры

• для более мягкой обработки в потоке радикалов (нейтральных
возбужденных атомов), когда ионы плазмы могут повредить
полупроводниковые структуры, изделия устанавливаются на полки
под “плавающим” потенциалом. Это перфорированные или сплошные
полки, не соединенные с электродами. Полки могут располагаться
внутри активной и заземленной полок или вне их, так как плазма
заполняет всю вакуумную камеру



• выбор полки, на которой располагаются обрабатываемые изделия: активная,

заземленная полка или полка, находящаяся под “плавающим” потенциалом;

• значение напряжения автосмещения активной полки;

• рабочий газ Ar, O2 или смесь газов: Ar/O2, Ar/H2 (95/5%), N2/H2 (95/5%);

• давление рабочего газа в вакуумной камере;

• мощность ВЧ разряда;

• время обработки;

• соотношение площадей активной и заземленной полок;

• степень загрузки вакуумной камеры - количество полок с обрабатываемыми изделиями.

Для плазменной очистки необходимо учитывать следующие параметры:

/ Заключение
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